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磁商 制 建穰泼 In As 二极管光激射 器*口〕

1. 近盖里斯 R.H. 雷边可

已铿观察到U InAs 二极管的相干革E外幅射发射〔刻，二极管用短电流服冲 (<1 微秽)正向

俑置。连穰激射工作 Ga. As 二极管已有过报导，但总幅射输出中只有 10%是受激辐射【3) .

我例将正向偏置 InAs 二极管用作连横波

激射器，差不多圣部幅射输出都是受激发

aj啊射。此外，使用→磁塌，这些连穰波激射

器的发射波长由于蝠射从一种睦模式迁到 列

另一腔模式而被改变。

二极管和以前所报道的∞类似，只是 好
宦角平行六面体的大小械为 250 微米 x50 jJ... 

微齐 x1撇米。二极管覆没于被氮中，并 匆 "' 

研究从平坦而平行的 ( 110 ) 解理面发射出 i反E 的韬射。为使二极管在→连槽俑置下工

作，我俩利用了较小磁揭能显著降低受激
发射的j脂固电流达一事实。图1始出 4.2 0K /o-l. /0叮 /0 
时不同磁揭大小下作为服冲正向电流函数

电波L嗖J的二极管幅射。不加磁塌的国值在电流构

为530 毫安(4200安/厘米2)处，国值由发 图 1 陈冲桔果我明了电流阂值减小是磁场的函数，磁塌
主墨富于电流方向。4.20K 下，二极管解王军麦丽的发

射幅射的激增而钊定。加有 3.6 千高斯磁 射键作 0.4 徽秒持旗电流底冲幅度的函数。

*原文为 Maser ，意为 Laser 按道宜。
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揭，脂固电流降为 160 毫安。当磁揭进一步增加时， JJ缸国电流趋于达到一极限最小值。

图 2(a) 始出二极管盲流电 220 毫安、 4.1 千高斯磁揭下的建穰波发射光藉。大部开发

射是在 31 ， 168 埃烧内。言亥革主量泪j宇宽 6 埃相当于所用光棚光帮仪的办辨本筒。 31 ， 125 埃处

步量发射是引人注目的，它对应于和主发射接模式不同的模式，在反射解理面阳具有额外的宇

波拦。 InAs 二极管连横波工作的一个优点是二极管工作于热平衡态下， 由于热效应的其余

波型而没有出现。因 2(a) 中两模式阔的波长办隔为 43 埃。如果我例将 4 微米以土所得的 3

X 10-6 埃-1用于dnj队，对腔大小为 250 微米所苛得的波长办隔为

'1. 2 

/).'A ~ "0. " ，~ = 56埃。
21 (n。一 λ。 (dn/dλ)) ~ 

波长较接近能带隙，预期有更大的 dn/队。发射波长处dn/dλ 值容易犬到尼且便带算得的好

隔值和实瑜秸果相符合。另一个腔长为 470 微米二极管，模式开隔为23埃，这和 250 微米二

极管模式办隔值外推所得的相→致。模式桔构的外推是真正激射作用的明证。极大的二极管，

(~ ) 
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;否
是C'

9.(倚射

在 2.1 0K下，二极管电流升至1.0 安(1. 8 X 104安/厘

米2) 也是象建模波激射器→样工作。

用增加磁揭的方法，牺性长波烧能增强31 ， 125埃

发射蝇。如图 2(b)所示， 5.8 千高斯时荫接等幅，而

在 9.1 千高斯，如图 2(c) 所示，大部办发射是在短波

辑。这样通过 4.1 与 9.1 千高斯罔磁塌的变化，激射

革E外发射能被调到两相邻模式中的任一个。睽犬的磁

揭能将短波长脸模式发射接外的办离。激射发射越这

种迁移的大小和这些二极管赤相干发射牵磁揭下观察

到的迁移是一致的，后者将另艾报道。除了使韬射移

到短波长睦模式外，如在图 2 所看到的，磁揭也在模

式本身的位置上产生不大的变化。磁揭由 4.1 到 9.1

千高斯的变化将模式向短波长移 13 埃，在所研究的磁

揭范圄内，言卖迁移加塌的关系主越性关系。这种腔模

31, 050 5 /,100 jf,/50 31/.00 式的位移也言于是 InAs 介电常数随磁揭增加的精果。

汉是 rAO)
因 2 三种不同磁场大小， 4.2 0K f , 

InAs二极管解理表团淫摆渡发射光糟。二极

普E向电满为 220 毫安(商洗)。

(11 在美国陆海签军支持下工作。

作音戚甜基耶斯(R. J. Keyes) 和具特斯(D. H. 

Bates) 提供梗革过的光栅光藉仪。 巴尔奈 (Mary L. 

Barney) 和必兰格 (L. J. Belanger) 制作了激射器精

构，并建立了实瑜装置。
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